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 要  旨 
近年の情報化に伴い、光通信や携帯情報処理端末への需要はますます高まって
いる。携帯端末等のための更なる低消費電力化のため、より低いバンドギャップ
を持つ材料を用いたトランジスタとしてInP/InGaAsが注目されている。InGaAsの
バンドギャップは非常に小さく、トランジスタのオン（しきい値）電圧を低減で
きる。また、InP系 Heterojunction Bipolar Transistor (HBT)は熱伝導率が高く、
移動度やキャリアの飽和速度もGaAsを遥かに凌いでいる。したがってInP系HBTでは高速
動作及び低電圧での高効率マイクロ波増幅が可能であり、次世代の高速、高周波
パワーデバイスとして大いに期待されている。 
そこで本研究ではInP/InGaAs HBTの試作を目標に、ベース層であるCドープ
p-InGaAsの作製と、InP/InGaAs diodeの作製とその界面評価を行った。 
はじめに、Metalorganic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE)法により、ドーパント
にCを用いた高濃度p-InGaAs成長の実現を目指した。その結果、TEGを用いて、Ⅴ/
Ⅲ比が10、成長温度が480℃でキャリア濃度が1.6×1018 cm-3のp型InGaAsを再現性
よく作製することに成功した。また、C流量を増加させると、キャリア濃度が低減
したり、n型伝導を示し、成長速度が低減することも明らかになった。 
次に、HBT試作のため、InP/InGaAs ダイオードを作製し、その界面を電気的特
性により評価した。サンプルはi-InP spacer層まで低温成長してn-InP層からは高
温で成長したもの（サンプル(LT)）と、p-InGaAs層まで低温で成長してi-InP層か
ら高温で成長したもの（サンプル(HT)）の２種類を作製した。ダイオードの理想
係数はサンプル(LT)では1.15、サンプル(HT)では1.12であり、1に近い値を示し、
良好なダイオード特性が得られた。C-V測定から求めた拡散電位はサンプル(LT)
で0.88 V、サンプル(HT)で0.79 Vであった。キャリア濃度分布は空乏層幅によっ
て変化はせず、サンプル(LT)で3.0×1016 cm-3、サンプル(HT)で2.7×1016 cm-3であ
った。拡散電位から得られた伝導帯不連続値はサンプル(LT)では0.20 eV、サンプ
ル(HT)では0.10 eVであり、サンプル(LT)の値はサンプル(HT)よりも理論値に近い
値となった。ヘテロ界面において温度を変えるための成長中断を行うと、界面が
急峻ではなくなくなると思われる。また、pn接合の上下を逆にした逆界面のダイ
オードを作製し、サンプル(LT)、サンプル(HT)と比較を行った。サンプル(LT)の
拡散電位と伝導帯不連続値は逆界面ダイオードよりも理論値に近い値を示した。
逆界面ダイオードでは、InPからInGaAsへのガスの切り替えの際に、間にInGaAsP
等の薄い層ができてしまいpn接合界面に影響が出たと考えられる。 
本研究により、急峻なInP/InGaAsヘテロ接合界面及び高濃度のp型InGaAsが得ら
れ、高利得InP/InGaAs HBT実現が大いに期待できる。 
 
 
